BAY21

Typ diody: dioda krzemowa a— /0 26— max7 r*,ﬁ/ﬁfé' *}
Firma: ITT |

Wykonanie: dioda krzemowa dyfuzyjna w obudowie
szklanej DO-7, ciezar okoto 0,22 G

205 14

5‘ 02/;06[/250/5

Zastosowanie: dioda powszechnego uzytku '§| G
Typy podobne: BAY46 Rys. 2-81. BAY21

WartoSci charakterystyczne®

min typ max
I 100 800 mA | przy Up =1V
Iy 30 100 nA przy Ug =300 V
Iz 25 rA przy Ug =300V, ¢; = 100°C
rp 5 Q przy Ip = 10 mA
Ciot 1,2 pF przy Ug =10 V, f= 500 kHz
- 1 us przy przelaczaniu z I = 10 mA na Ug =10 V,
Iy = 0,1 mA (R, =2 kQ, C. =15 pF)
Ret ja 0,31 °C/
[/mW
Wartosci graniczne

UR max 350 A% Ptat max 4002 mW
Ir max 2502 | mA 150 °C
) [ r— 2003 | mA tstg —55+4150 o
Dty = 25°C
2 tamp = 25°C

3) obciazenie porowe przy famp = 25°C
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Rys. 2-82. Charakterystyka pradu przewodze- Rys. 2-83. Zalezno$¢ pradu przewodzenia
nia diody diody od temperatury otoczenia
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Rys. 2-84. Zalezno$¢ pradu przewodzenia Rys. 2-85. Zalezno$¢ calkowitej mocy strat

od czasu zalaczania od temperatury otoczenia
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Rys. 2-86. Zaleznoé¢ pradu wstecznego od Rys. 2-87. Zalezno$¢ rezystancji rozniczkowej
temperatury zlacza od pradu przewodzenia diody
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Rys. 2-88. Zalezno$¢ napiecia wyprostowa- Rys. 2-89. Zalezno$¢ calkowitej pojemnosci

nego od czestotliwosci od napiecia wstecznego



